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 مرتبة علمی:

 استاد

 نام و نام خانوادگی استاد:

 عبدالنبی کوثریان

 :نیمسال تحصیلی

 98-99دوم  

 گروه:

 برق

 دانشکده:

 مهندسی

 تعداد واحد: 

3 

 نام درس:

 نارساهای نیمهیابی مواد و افزارهمشخصه

 دورة تحصیلی: 
 و دکترا ارشد کارشناسی

 :در برنامه درسی دوره جایگاه درس

توانید الاععیا    کیه بیا فراگییری آن دانشییو میی     الکترونیی  اسی    کارشناسیی ارشید و دکتیرای  گیرای       اساسیاین درس یکی از دروس 

 رسانا را کسب کند.لازم برای شناخ  و تیزیه و تحلیل دقیق فرآیندها و مواد نیمه

 هدف کلی:
رسییانا و هییای نییی هییای مشخصییه ییابی و تعیییین ویاگیهییای الکترونیکییی و فیزیکییی افییزاره هییا و تکنییی هید  اییین درس آشیینایی بییا رو  

 ها اس .یابی افزارههای مشخصههمچنین بررسی نظری عملکرد تیهیزا  و سامانه
 

 اهداف یادگیری:
 رسانا اهمی  بسیار زیادی دارد.های نیمهشود که برای شناخ  رفتار مواد و افزارهآشنا می موضوعا  زیردانشیو با در این درس 

 یابی مقاوم  ویاهمشخصه 

 هایابی چگالی حاملمشخصه 

 های اهمی و شاتکییابی اتصالمشخصه 

 یابی ولتاژ آستانه ماسف ، لاول کانال و مقاوم  سریمشخصه 

 یابی نقایص شبکه کریستالیمشخصه 

 یابی ضخام  اکسید و بارهای سطحیمشخصه 

 یابی قابلی  تحرک حاملمشخصه 

 های مبتنی بر پروب از جمله یابیمشخصهSPM ،AFM ،STM 

 پسومتری، لایف نگاری رامان، فوتولومینانسهای نوری الیهای نوری شامل میکروسکپمبتنی بر تکنی  یابیمشخصه 

 های مبتنی بر اشعه الکترونیکی، یونی، ایکس و گامابا استفاده از تکنی  یابیمشخصه 

 هاتیزیه و تحلیل قابلی  الامینان و خرابی افزاره 

 

 رفتار ورودی:

 را داشته باشد.رسانا های نیمهساختار و عملکرد الکترونیکی افزاره کافی ازدانشیو باید شناخ  



 

 مواد و امکانات آموزشی:

بازدییید از  باشیید.ارائییه اییین درس نیازمنیید ویییدئو پروژکتییور، اینترنیی ، واییی  بییورد و سییایر امکانییا  متییداول تییدریس مییی

 تواند به درک بهتر مفاهی  کم  کند.امکانا  آزمایشگاهی مرتبط می

 روش تدریس:

رسیانا  هیا و میواد نیمیه   بیه وییاه در زمینیه افیزاره    گیرای  الکترونیی     اساسیی به دلیل این که ایین درس یکیی از دروس   

درس، میواردی نییز بیرای تحقییق و تفحیص دانشییویان و تعمییق بیشیتر موضیو           تدریس کعسیی   در کنار باشد، می

 شود که باید به صور  گزار  ارائه گردد.به دانشیویان محول می

 وظایف دانشجو:

 دانشیو باید:

 موقع و مداوم در کعس درس داشته باشد.حضور به  -1

 در بحثهای کعسی مشارک  فعال داشته باشد. -2

 .رسانی کندبه لاور مستمر با مرور مطالب درسی خود را به روز -3

 شود را به موقع انیام دهد.ارائه میکه توسط استاد درس  هاییپاوه تکالیف درسی و  -4

 

 شیوه آزمون و ارزیابی:

 اساس موارد زیر خواهد بود:ارزیابی این درس بر 

 حضور و مشارک  فعال در مباحث درسی 

 های کعسیو انیام تحقیق انیام تکالیف و حل تمرینهای درسی محوله 

 آزمونهای درون کعسی 

 آزمونهای نهایی 

 منابع درس:
1- D. K. SCHRODER, SEMICONDUCTOR MATERIAL AND DEVICE CHARACTERIZATION, 

3RDED., WILEY-IEEE PRESS. 
2- S. M. SZE AND K. K. NG, PHYSICS OF SEMICONDUCTOR DEVICES, 3RDED, WILEY, 

2006. 
3- S. M. SZEAND M. K. LEE, SEMICONDUCTOR DEVICES: PHYSICS AND TECHNOLOGY, 

3RDED., WILEY, 2012. 
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 هفتة یکم
 (29/6/98تا  23/6/98)

 
 رساناهای نیمهیابی مواد و افزارهای بر مشخصهمقدمه

 یابی مقاوم  ویاهمشخصه

 میله-چهارپروب میله و -پروب دو

 های با شکل دلخواهمقاوم  ویاه نمونه

 گیریمدارهای اندازه

 گیریخطاها و معحظا  اندازه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 هفتة دوم

 (5/7/98تا  30/6/98)
 

 برداری ویفرنقشه

 رو  دو کاشتی

 شدهانعکاس نوری مدوله

 تشعشع حامل

 دانسیتومتری نوری

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 هفتة سوم
 (12/7/98تا  6/7/98)

 
 برداری مقاوم  ویاهپروفیل

 تفاضلیرو  هال 

 برداری مقاوم  گستردهپروفیل

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 هفتة چهارم
 (19/7/98تا  13/7/98)

 
 

 روشهای بدون اتصال

 رو  جریان گردابی

 روشها نقاط قو  و ضعفبررسی 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 هفتة پنجم
 (26/7/98تا  20/76/98)

 
 

 چگالی حامل و ناخالصی

 ولتاژ-رو  ظرفی 

 MOSرو  خازن 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 هفتة ششم
 (3/8/98تا  27/7/98)

 
 

 افس  باند

 رساناهای با گا  متفاو نیمه

 مینیم -خازن ماگزیم 

 خازن انتگرالی

 ولتاژ الکتروشیمیایی-پروفیل برداری ظرفی 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 هفتة هفتم
 (10/6/98تا  4/8/98)

 
 رو  جریان ولتاژ

 MOSFETولتاژ گی  -ولتاژ زمینه

 MOSFET ولتاژ آستانه 

 مقاوم  گسترده

 گیریخطاها و معحظا  اندازه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 هفتة هشتم
 (17/8/98تا  11/8/98)

 
 

 های نوریرو 

 تشدید پعسما
 جذب حامل آزاد

 سنیی فروسرخلایف
 فتولومینانس

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 هفتة نهم
 (24/8/98تا  18/8/98)

 
 

 یابی شیمیایی و فیزیکیمشخصه
 تکنیکهای مبتنی بر اشعه یونی

 (SIMSسنیی جرم یون ثانویه )لایف
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 هفتة دهم
 (1/9/98تا  25/8/98)

 
 (RBSتگنی  پراکندگی برگشتی راترفورد )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 هفتة یازدهم
 (8/9/98تا  2/9/98)

 
 تکنیکهای مبتنی بر اشعه الکترونی
 میکروسکپ الکترونی روبشی
 لایف سنیی الکترون اوژه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 هفتةدوازدهم
 (15/9/98تا  9/9/98)

 
 میکروسکپ الکترونی عبوری

 میکروپروب الکترونی
 میکروسکپ نیروی اتمی

 و اشعه گاماا Xتکنیکهای اشعه 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 هفتة سیزدهم
 (22/9/98تا  16/9/98)

 
 مقاومت اتصال و سدهای شاتکی

 رسانانیمه-اتصال فلز
 مقاوم  اتصال

 گیریهای اندازهتکنی 
 ترمیناله-اتصاله دو-های دورو 
 ترمیناله-اتصاله دو-های چندرو 

 ترمیناله-رو  مقاوم  اتصال چهار
 ترمیناله-ش رو  مقاوم  اتصال 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 هفتة چهاردهم
 (29/9/98تا  23/9/98)

 
 

 ارتفا  سد شاتکی
 جریان-رو  ولتاژ

 دما-رو  جریان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 هفتة پانزدهم
 (6/10/98تا  30/9/98)

 
 ولتاژ-رو  ظرفی 

 رو  جریان نوری
 نقاط قو  و ضعف

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 هفتة شانزدهم
 (13/10/98تا  7/10/98)

 
 خورشیدی هایسلول

 های خورشیدیمعرفی انوا  سلول
 ساختار سلول خورشیدی

 یابی سلول خورشیدیمشخصه
 ولتاژ مدار باز

 جریان اتصال کوناه
 ضریب پری
 بازده سلول

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


